
 

Classe       3° BEA                 TPSEE             3 ° TEST                   FILA 1                        14 - marzo - 2018   

Cognome : ……………………………………  Nome : ……………………………………….           
 

N.B. : possono esserci + risposte esatte per ogni domanda 

VALUTAZIONE : r. esatta : 5pt              r. incompleta : 2÷4 pt             r. contradditorie/ nessuna r. : 0 pt         r. errata : -1 pt 

  

 

 BASE :  20 PT                    R. esatte : ……. Pt                     R. incomplete : ….. pt                   R. errate : -  …… pt                 

 

 

     TOT :          pt                                      VOTO :      

 

1. Con il drogaggio di Tipo P del Silicio si : 

  inseriscono atomi di elementi del 4° gruppo  

  inseriscono atomi di elementi del 3° gruppo 

  inseriscono atomi di elementi del 5° gruppo 

  modificano le proprietà chimiche del Silicio 

  nessuna delle precedenti 

2. Il Silicio : 

  è un metallo 

  è un isolante  

  è un semiconduttore 

  ha N° atomico 14 

  nessuna delle precedenti 

3. A cavallo della giunzione PN si forma : 

 uno strato di Ioni+ nella zona N e Ioni- nella Zona P 

 uno strato di Ioni- nella zona N e Ioni+ nella Zona P 

 una Regione di carica spaziale 

 un Campo Elettrico 

  nessuna delle precedenti 

4. Nel Diodo a semiconduttore : 

 nella zona N ci sono solo elettroni 

 nella zona P ci sono solo lacune 

 gli elettroni sono portatori di maggioranza nella zona N 

 le lacune sono portatori di minoranza nella zona N 

  nessuna delle precedenti 

5. Si ha passaggio di molta corrente nel diodo se: 

  è polarizzato direttamente e  Vak ≥ Vsoglia 

  è polarizzato inversamente e Vak ≤ Vzener 

  Vzener ≤ Vak  ≤ Vsoglia 

  se 0 ≤ Vak  ≤ Vsoglia 

  nessuna delle precedenti 

6. Il diodo è un componente: 

 elettronico lineare 

 elettronico non lineare 

 in cui la corrente diretta scorre dal Catodo all’Anodo 

 con Caratteristica I/V rettilinea 

  nessuna delle precedenti 

7. Con il drogaggio : 

 si modificano le proprietà chimico-fisiche del Silicio  

 si modificano le proprietà elettriche del Silicio 

 si introducono 1014 atomi/cm3 di elementi del 3°/5° gruppo 

 si introducono elettroni liberi in N, lacune in P 

  nessuna delle precedenti 

8. Nel raddrizzatore a semionda in regime sinusoidale: 

 intervallo di conduzione = intervallo di non conduzione 

 intervallo di non conduzione > intervallo di conduzione 

 intervallo di non conduzione < intervallo di conduzione 

 intervallo di non conduzione < T/2 

  nessuna delle precedenti 

9. Nel raddrizzatore a semionda in regime sinusoidale: 

 finchè la vg è < 0,6[V]  >>>> diodo OFF >>> vR = 0 

 finchè la vg è < 0,6[V]  >>>> diodo OFF >>> vAK = vg 

 finchè la vg è > 0,6[V]  >>>> diodo ON >>> vAK ≈ 0,6V 

 finchè la vg è > 0,6[V]  >>>> diodo ON >>> vR≈vg - 0,6V 

 nessuna delle precedenti 

10. Nel raddrizzatore a semionda in regime sinusoidale: 

  IAKmax =  Vgmax / R              [RON  = Rdiodo in conduzione]                            

  IAKmax <  Vgmax / R 

  IAKmax =  Vgmax /( R + RON ) 

  IAKmax =  Vgmax /( R + ROFF ) 

  nessuna delle precedenti 

11. BJT :  

 i 3 terminali si chiamano Emettitore, Base, Collettore 

 i 3 terminali si chiamano Source, Gate, Drain 

 nella configurazione CE si ha guadagno di potenza 

 nella configurazione CC si ha solo guadagno di corrente 

 nessuna delle precedenti 

12. BJT (in configuraz. CE):  

 quando è saturo, VCE  < 0,3 [V] 

 quando è interdetto, VCE  ≈ Vcc 

 quando è saturo, Ic = Icmax 

 quando è saturo, VCE  ≈ Vcc 

 nessuna delle precedenti 

13. Per interdire un BJT (in configuraz. CE) basta : 

 collegare la Base a GND 

 collegare la Base a Vcc 

 collegare il Collettore a GND 

 collegare l’Emettitore a Vcc 

 nessuna delle precedenti 

14. Per stabilire se un BJT (in config. CE) è saturo, si misura la: 

  VCE 

  VCB 

   IC 

   IE 

 nessuna delle precedenti 

15. Porte Logiche TTL :  

 VOH min = 2 [V] 

 VIH min = 2 [V] 

 VOL max = 0,4 [V] 

 VIL max = 0,4 [V] 

 nessuna delle precedenti 

16.IOH= - 400[µA], IIH = 34[µA], IOL=16[mA], IIL= -1,9[mA] 

 FAN-OUT = 12 

 FAN-OUT = 11 

 FAN-OUT = 8 

 FAN-OUT = 8,4 

 nessuna delle precedenti 
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1. Il Silicio : 

  è un metallo 

  è un isolante  

  è un semiconduttore 

  ha 4 elettroni di valenza 

  nessuna delle precedenti 

2.  Con il drogaggio di Tipo N del Silicio si : 

  inseriscono atomi di elementi del 4° gruppo  

  inseriscono atomi di elementi del 3° gruppo 

  inseriscono atomi di elementi del 5° gruppo 

  modificano le proprietà chimiche del Silicio 

  nessuna delle precedenti 

A cavallo della giunzione PN si forma : 

 uno strato di Ioni+ nella zona P e Ioni- nella Zona N 

 uno strato di Ioni- nella zona P e Ioni+ nella Zona N 

 una Regione di svuotamento 

 una d.d.p. di circa 0,6 [V], nel Silicio 

 nessuna delle precedenti 

4. Nel Diodo a semiconduttore : 

 nella zona N ci sono solo elettroni 

 nella zona P ci sono solo lacune 

 gli elettroni sono portatori di minoranza nella zona P 

 le lacune sono portatori di maggioranza nella zona P 

  nessuna delle precedenti 

5. Il diodo è un componente: 

 elettronico non lineare 

 in cui gli elettroni fluiscono dal Catodo all’Anodo 

 in cui la corrente diretta scorre da Anodo a Catodo 

 la cui caratteristica I/V non è rettilinea 

  nessuna delle precedenti 

6. Si ha passaggio di una piccolissima corrente nel diodo se: 

 è polarizzato inversamente e  Vzener ≤ Vak  ≤ 0 

 è polarizzato direttamente e 0 ≤  Vak  ≤ Vsoglia 

 Vak  ≥ Vsoglia 

  Vak  ≤ Vzener 

  nessuna delle precedenti 

7. Nel raddrizzatore a semionda in regime sinusoidale: 

 intervallo di conduzione = intervallo di non conduzione 

 intervallo di conduzione > intervallo di non conduzione 

 intervallo di conduzione < intervallo di non conduzione 

 intervallo di conduzione < T/2 

 nessuna delle precedenti 

8.Con il drogaggio : 

 non si modificano le proprietà chimico-fisiche del Silicio  

 si modificano le proprietà elettriche del Silicio 

 si introducono 1022 atomi/cm3 di elementi del 3°/5° gruppo 

 si introducono elettroni liberi in P, lacune in N 

  nessuna delle precedenti 

9.  Nel raddrizzatore a semionda in regime sinusoidale: 

  IAKmax =  Vgmax / R                 [RON  = Rdiodo in conduzione]                            

  IAKmax >  Vgmax / R 

  IAKmax =  Vgmax /( R + RON ) 

  IAKmax =  Vgmax / RON                              

  nessuna delle precedenti 

10. Nel raddrizzatore a semionda in regime sinusoidale: 

 finchè la vg è > 0,6[V]  >>>> diodo OFF >>> vR = 0 

 finchè la vg è > 0,6[V]  >>>> diodo OFF >>> vAK = vg 

 finchè la vg è < 0,6[V]  >>>> diodo ON >>> vAK ≈ 0,6V 

 finchè la vg è < 0,6[V]  >>>> diodo ON >>> vR≈vg - 0,6V 

 nessuna delle precedenti 

11.  BJT ( in configuraz. CE ) :  

 quando è saturo, VCE  ≈ Vcc 

 quando è interdetto, VCE ≈ 0 

 quando è saturo, Ic ≈ (Vcc – 0,3) / Rc 

 quando è saturo, VCE  < 0,3 [V] 

 nessuna delle precedenti 

12. BJT : 

 i 3 terminali si chiamano Catodo, Griglia, Anodo 

 i 3 terminali si chiamano Source, Gate, Drain 

 nella configurazione CE si ha guadagno di potenza 

 nella configurazione CB si ha solo guadagno di tensione 

 nessuna delle precedenti 

13. Per stabilire se un BJT(in config.CE) è saturo, si misura la: 

  VCE 

  VBE 

   IC 

   IB 

 nessuna delle precedenti 

14. Per interdire un BJT (in configuraz. CE) basta : 

 collegare la Base a GND 

 collegare la Base a Vcc 

 collegare il Collettore a GND 

 collegare l’Emettitore a Vcc 

 nessuna delle precedenti 

15. Porte Logiche TTL :  

 VOH min = 2,4 [V] 

 VIH min = 2,8 [V] 

 VOL min = 0,8 [V] 

 VIL max = 0,8 [V] 

 nessuna delle precedenti 

16. IOH= - 400[µA], IIH = 32[µA], IOL=16[mA], IIL= -1,9[mA] 

 FAN-OUT = 12,5 

 FAN-OUT = 12 

 FAN-OUT = 8 

 FAN-OUT = 8,4 

 nessuna delle precedenti 


